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Die f olgenden Angaben smd den vom Anmelder emgereichten Unterlagen entnommen 

(g) Integrierbare Schottkydiode 

@ Die integnerbare Schottkydiode in einer niedrig dotier- 
ten n-Wanne (2) eines p-leitenden Halbleitersubstrats (1) 
weist eine der Kathodenkontaktierung dienende nieder- 
ohmige n-leitende Schlcht (12) innerhalb einer n-Wanne 
(2) auf. Ferner weist die Schottkydiode eine ebenfalls in 
der n-Wanne (2) angeordnete und von der niederohmigen 
Schicht (11) getrennt angeordnete gleichrichtenden 
Schottkykontakt (5), als Anode (6) und einem p-leitenden 
Schutzring (7) auf, der geschlossen ist und slch entlang 
der Peripherie des Schottkykontakts (5) erstreckt. 
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ist die n-Wanne 2 auch das Bodygebiet von p-Kanal-Transi- 
storen, die niederohmige n-leitende Schicht 12 auch das 
Source/Drain-Gebiet von n-Kanal-Transistoren, die p-lei- 
tende Schicht, die den Schutzring 7 und den zenlralen pn- 
tlbergang 8 bildet, auch die sogenannte Exteasion zur Rea- 5 
lisierung hoher sperrender pn-Dioden oder Hochvoit-p-Ka- 
nal-Transistoren. Dadurch ist die erfindungsgemaBe Schott- 
kydiode kostengunstig herstellbar. 

Fig. 4 veranschauEcht die geometrische Anordnung einer 
minimal dimensionierten erfindungsgemaBen Schottky- 10 
diode, insbesondere die Ringform des eigentlichen Schott- 
kykontaktes 5 zwischen dem auf seinem Umfang liegenden 
Schutzring 7 und dem zentral angeordneten pn-Ubergang 8. 

Die Erfindung wurde vorstehcnd anhand eines Aufbaus 
mil p-leitendem Substrat und n-lei tender Wanne beschrie- 15 
ben. Grundsatzlich laBt sich die erfindungsgemaBe Schott- 
kydiode aber auch in einer p-leitenden Wanne in einem n- 
leitenden Substrat realisieren. Die iibrigenBereiche und Zo- 
nen sind demzufolge invers zu den oben beschriebenen zu 
wahlen. 20 

Bezugszeichenliste 

1 Substrat 

2 n- Wanne 25 

3 diinnes Oxid 

4 dickes Oxid 

5 Schottkykontakt 

6 AnodenanschluB 

7 Schutzring 30 

8 zentraler pn-t)bergang 

9 Kathodenkontakt 

10 KathodenanschluB 

11 n-leitende Schicht 

12 niederohmige n-leitende Schicht 35 



symmetrisch zum Schottkykontaktxing (5) parallel zu 
seiner Langenstreckung angeordnet sind. 

6. Integrierbare Schottky diode nach einem oder meh- '. 
,reren der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB sich eine n-Ieitende Schicht (11) in der n- Wanne 
(2) auBerhalb des SchotU^kontaktrings (5) bis an den 
Kathodenkontakt (9) oder wenigstens an die niederoh- 
mige n-leitende Schicht (12) erstreckt. 

7. Integrierbare Schottkydiode nach einem oder meh- 
reren der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB die den Schutzring (7) und den zenuralen pn-Uber- 
gang (8) bildende p-leitende Schicht schwach dotiert 
ist 

8. Integrierbare Schottkydiode nach einem oder meh- 
reren der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB die in Langenerstreckung des Schottkykontakt- 
rings (5) angeordneten Enden rechteckig abgeschragt 
od^ abgerundet sind. 
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1. Integrierbare Schottkydiode in einer niedrig dotier- 
ten n- Wanne (2) eines p-leitenden Halbleitersubstrats 40 
(1) , mit einer der Kathodenkontaktierung dienenden 
niederohmigen n-leitenden Schicht (12) innerhalb der 

n- Wanne (2), und einem ebenfalls in der n-Wanne (2) 
von der niederohmigen Schicht (12) getrennt angeord- 
neten gleichrichtenden Schottkykontakt (5), als Anode 45 
(6) und einem p-leitenden Schutzring (7) , der ge- 
schlossen ist und sich entlang der Peripherie des 
Schottky kontakts (5) erstreckt, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Schottkykontaktes (5) als Ring um einen 
pn-Ubergang (8) ausgebildet ist. 50 

2. -Integrierbare Schottkydiode nach Anspruch-1, da- : 

durch gekenhzeichriet, daB def pn-Xjbergaiig (8) zeii-^^ 
triert zum Schotdcykontaktring (5) angeordnet ist. 

3. Integrierbare Schottkydiode nach Anspruch 1 oder 

2, dadurch gekennzeichnet, daB der Schottkykontakt- 55 
ring (5) schmal, etwa 1 pm bis 5 pm, insbesondere 
2 pm bis 3 pm ist. 

4. Integrierbare Schottkydiode nach einem der An- 
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Schottkykontaktring (5) relativ unterschiedliche x- und 60 
y-Ausdehnungen hat, wobei seine Breitenerstreckung 
klein, etwa zwischen 3 pm und 10 pm, vorzugsweise 

6 pm und seine Langenerstreckung groB, in Abhangig- 
keit von dem Widerstand und der Elektronenmigration ' 
des Leitbahnmaterials des Schottkykontaktrings (5) bis 65 
zu mehreren 1000 pm, sind. 

5. Integrierbare Schottkydiode nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB zwei Katbodenkontakie (9) 
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Tine Schottky diode is formed in a lightly doped trough (2) of a p-conducting semiconductor substrate (1). 
As a cathode contact a low ohmic n-conducting layer (12) is provided within the trough and a separate 
rectifying Schottky contact (5) as the anode (6). A closed p-conducting guard ring (7) is provided 
extending along the periphery of the Schottky contact. The Schottky contact (5) is formed as a ring 
around a pn-junction. The pn-junction can be located at the centre of the Schottky contact ring which can 
be narrow, approx. 1 to 5 fm, preferably 2 to 3 fm 
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